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AlGaN 発光ダイオード（LED）は深紫外域における高機能光源として研究が進められてい

る。AlGaN LED の現在の課題の 1 つは光取り出し効率の向上である。通常用いられる p-GaN

コンタクト層は深紫外光を吸収するため、光取り出し効率の上限は 50％に制限されてしまう

とともに表面側からの光取り出しを阻んでいる。それゆえ、深紫外域で透明な p-AlGaN コン

タクト層の開発は高効率 LED の実現に向けて重要である。今回われわれは、Al 組成 70％相

当の p-AlGaN コンタクト層を有する LED を作製し 250 nm 帯発光を実現したので報告する。 

試料は有機金属気相成長法によりサファイア基板上に作製した。LED 構造は、AlN バッフ

ァ、n-AlGaN 層、量子井戸発光層、電子ブロック層、p-AlGaN コンタクト層からなる（図 1）。

p-AlGaN コンタクト層の Al 組成は 70 %であり、240 nm～の発光に対し透明となる。GaN コ

ンタクトと比べると駆動電圧が上昇したものの、電流注入には問題なかった。このコンタク

ト層を用いた LED からの電流注入発光スペクトルを図 2 に示す。これまで報告されている

p-AlGaN コンタクト LED の発光波長にくらべ、大幅に短波化した 250 nm 帯発光を達成した。 

 

 

 

 

 

図 1 高 Al 組成 LED 構造図。p-AlGaN 層

の Al 組成は十分高く、広範囲の波長域で

透明コンタクト層として機能する。 

 図 2 電流注入発光スペクトル 
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